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69 Verfahren zum Loten von Halbleiterbauelementen.

@ Es wird ein neues Verfahren zum Loten von Halb-

leiterbauelementen vorgestellt. Dabei wird ein Halb-
leiterbauelement mit einer Aluminiumschicht einem fluor-
haltigen Plasma wihrend mindestens einer Stunde ausge-
setzt. Die derartig behandelten Aluminiumschichten sind
dann mit den iiblichen Weichloten ausgezeichnet benetz-
bar.
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1. Verfahren zum LGten von mit Aluminium beschich-
teten Halbleiterbauelementen, dadurch gekennzeichnet, dass
die Oberfliachen der Aluminiumschichten wihrend minde-
stens einer Stunde einem fluorhaltigen Plasma ausgesetzt
und die derartig behandelten Oberflichen mit einem
Weichlot kontaktiert werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass das fluorhaltige Plasma aus SFs besteht.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass das fluorhaltige Plasma aus Freon besteht.

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass dem fluorhaltigen Plasma Sauerstoff
beigemischt ist.

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass das Weichlot aus Pb-Sn besteht mit
mindestens 70% Blei und im Hochvakuum bei einer Tempe-
ratur von 420 bis 670 K geldtet wird.

6. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass das Weichlot aus Pb-Sn besteht mit
hochstens 50% Blei und bei einer Temperatur von 470 bis
670 K gelotet wird.

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Léten von mit
Aluminium beschichteten Halbleiterbauelementen.

Ublicherweise werden fiir die Kontaktierung die Bauele-
mente mit mehreren Metallschichten bedampft, um beim
WeichlGten einen gut haftenden, ohmschen Kontakt zu
erhalten. Bekannt ist z.B. die Schichtenfolge von Alumi-
nium, Chrom, Nickel und Gold aus der DE-A 2 809 863.
Zwar bildet Aluminium einen sehr guten ohmschen Kontakt
zum Silizium des Halbleiterbauelementes, die Aluminium-
schicht selber ist jedoch mit den iiblichen Weichloten, Legie-
rungen auf der Basis von Blei, Zinn oder Indium, nicht
benetzbar. Nur bestimmte Metalle, wie z.B. Nickel, lassen
sich mittels Weichlot gut benetzen. Eine Chromschicht zwi-
schen Aluminium und Nickel bildet eine Diffusionsbarriere,
und eine diinne Goldschicht verhindert die Oxydation des
Nickels. Obwohl das Aufdampfen dieser Metallschichten

weitgehend automatisch erfolgt, ist dieser Prozess doch
ziemlich aufwendig und braucht mehrere teuere Metalle.

Die in den Patentanspriichen geldste Aufgabe der Erfin-
dung besteht darin, eine einfachere und kostensparendere

5 Art der Kontaktierung anzugeben.

Das erfindungsgemaisse Verfahren hat den wichtigen Vor-
teil, dass keine aufwendigen Aufdampfprozesse mehr bend-
tigt werden und zusétzlich an Material gespart wird.

Die Erfindung wird nachstehend anhand eines Ausfiih-

10 rungsbeispieles niher erldutert.

In einem ersten Beispiel wird ein Halbleiterbauelement
mit einer Aluminiumschicht bedampft und anschliessend
einem fluorhaltigen Plasma ausgesetzt. Dazu wird das Bau-
element, z.B. ein Thyristor vom Typ CSR 449 der Firma BBC

15 Baden (CH), in einer Reaktiv-lonenitz-Anlage iiber mehr als
einer Stunde einem SFs-Plasma, unter Zugabe von bis zur
Hiilfte Sauerstoff als oxydierender Atmosphire, ausgesetzt.
Das Reaktiv-Ionenitz-Verfahren ist ausfiihrlich beschrieben
z.B. in IEEE Trans on El Dev. ED29 (1981), Seite 1315 ff.

20 Insbesondere gelten folgende Bedingungen:

Durchflussrate SFs 30 Standard-cm?*/min
Durchflussrate 02 20 Standard-cm3/min
Hochfrequenz-Leistungsdichte 0,8 W/cm?

25 Druck 8§Pa
Kathoden-Spannung -160V
Behandlungsdauer 90 min

Das Bauelement wird nachtréglich auf der Anodenseite
30 auf ein Kupfer-Keramiksubstrat mit einem Weichlot mit
mindestens 70% Blei, z.B. Pb-Sn (95:5) in einem Ofen unter
Hochvakuum geldtet. Das Vakuum betragt etwa 10-* Pa. Bei
einer Lottemperatur von 420 K war die Benetzbarkeit des
Aluminiums méssig, bei einer Temperatur von 670 K jedoch
35 ausgezeichnet.

In einem zweiten Beispiel wird ein Halbleiterbauelement
unter den gleichen Bedingungen wie vorher einem Plasma
aus Freon und Sauerstoff ausgesetzt. Die Kontaktdrihte
werden dann mit einem iiblichen Létkolben mit einem

40 Weichlot mit maximal 50% Blei, z.B. Pb-Sn (40: 60) bei einer
Temperatur zwischen 470 K und 670 K gel6tet, wobei bei der
hoheren Temperatur die besten Resultate erreicht werden.
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